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Beschreibe den Aufbau und die Funktionsweise eines npn-Transistors:

Den npn-Transistor kann man sich als zwei gegeneinander geschaltete Dioden
vorstellen.

An die Basis und den Emitter wird eine Spannungsquelle angeschlossen, so dass
die ,pn-Diode“ in Durchlassrichtung geschaltet ist.

An den Kollektor und den Emitter wird ebenfalls eine Spannungsquelle
angeschlossen (beachte die Polung gemal der Skizze).

Wird ein Spannungsschwellwert im Basisstromkreis tberschritten (ca. 0,6 V, siehe
Schaltkennlinie) flief3t im Kollektorstromkreis ein wesentlich starkerer Strom.

Durch den Basis-Emitter-Strom setzen sich Elektronen in Richtung der dinnen
Basis in Bewegung. Aufgrund ihrer Bewegung (Diffusion) erreichen sehr viele
Elektronen die Grenzschicht zwischen Kollektor und Basis.

Eine kleine Veranderung der Basisstromstarke hat eine grol3e Veranderung der
Stromstarke im Kollektorstromkreis zur Folge. Die Stromverstarkungskennlinie
zeigt diesen Effekt.



